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学習教育目標〕

Ｄ-１ (100%) 

〔JABEE 基準〕 

 

(d-2a),(d-2c) 

〔講義の目的〕 
 機械制御，化学工学専攻の学生が自身の専攻分野とは異なる技術分野を学習することで， 
新たなシステムの創成に必要な要素技術の一つである電子情報技術の基礎を身に付ける． 

〔講義の概要〕 
 日進月歩で進歩している電子機器や情報機器において，中核部品である電子デバイスの構造や原理を

理解することは，電気電子技術者以外の技術者にとっても重要である．講義では，電子デバイスの基本

的な構造や原理について解説する． 

〔履修上の留意点〕 
自身の専攻分野とは異なること技術分野の基礎を学ぶことになるが， 
専門外の基礎技術の知見を広める重要な機会であるので，積極的取り組むこと． 

〔到達目標〕 
・電子デバイスの構造や原理を知り，電子情報技術に関する知見を広める． 

 

・自らの専門領域との関連性を見出し，理解する． 

〔評価方法〕 
定期試験（６０％），課題（４０％）． 
 

 

〔教 科 書〕 
なし 

〔補助教材・参考書〕 
応用物理学会誌，日経エレクトロニクス，電子通信情報学会誌，電気学会誌，WEB 上に公開される電子デ

バイス関係のニュース，各メーカーの HPなど． 

 〔関連科目〕 
 

 



2013 シラバス S1MSC019 
 
講義項目・内容 

週数 講義項目 講義内容 自己 
評価＊

第１週 受講ガイダンス 
この講義の位置付け，電子デバイスの動向，受講に関する注意点

を説明する． 

 

 

 

第 2 週 電子工学・半導体工学の

基礎(1) 
電子工学・半導体工学の基礎について学習する． 

 

 

 

第 3 週 電子工学・半導体工学の

基礎(2) 
電子工学・半導体工学の基礎について学習する． 

 

 

 

第 4 週 MOS デバイス MOS デバイスについて学習する． 

 

 

 

第 5 週 集積回路の製造技術(１) プロセスの概略とフォトリソグラフィーについて学習する． 

 

 

 

第 6 週 集積回路の製造技術(２) ビデオ教材を使い,実際のプロセスの様子を学習する． 

 

 

 

第 7 週 フォトエレクトロニクス

素子(１) 
発光ダイオードの原理と発光波長の制御について学習する． 

 

 

 

第 8 週 フォトエレクトロニクス

素子(２) 

ヘテロ接合など最近の発光ダイオードの話題について学習する．

青色発光ダイオードに関する論文を読み，上記で学習したことを

再度確認する． 

 

 

 

第 9 週 フォトエレクトロニクス

素子(３) 
太陽電池，フォトトランジスタについて学習する． 

 

 

 

第１0 週 記憶素子(１) 半導体記憶素子について学習する． 

 

 

 

第１1 週 記憶素子(２) 最近の記憶素子について学習する． 

 

 

 

第１2 週 ディスプレーデバイス

(１) 
液晶表示デバイスの基本原理について学習する． 

 

 

 

第１3 週 ディスプレーデバイス

(２) 
最近のディスプレーデバイスについて学習する． 

 

 

 

第１4 週 その他の電子デバイス マイクロマシン，センサなどについて学習する． 

 

 

 

第１5 週 まとめ 今後注目される電子デバイス 

 

 

 

学期末試験 
 
＊４：完全に理解した, ３：ほぼ理解した, ２：やや理解できた, １：ほとんど理解できなかった, ０：まったく理解できなかった． 

 （達成） (達成) (達成) (達成) (達成) 


